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Inventia se referd la domeniul fotografiei cu
semiconductori fird argint.

Purtdtorul contine un substrat dielectric pe
care consecutiv sunt plasati primul electrod, un
strat fotoinjector cu conductibilitatea de tip p, un
strat de semiconductor calcogenic vitros si al doilea
electrod, in care stratul fotoinjector este confec-
tionat din zece perechi de semistraturi alterndndu-
se, cel inferior este confectionat din As;Ses cu
grosimea de 8-10 nm, iar cel superior din In2S3 cu
grosimea de 10-12 nm sau din In,Se; cu grosimea

2

de 40-50 nm, stratul de imprimare avand grosimea
de 0,2-0,5 pm, iar al doilea electrod fiind
confectionat din aluminiu cu grosimea de 10-50
nm.

Rezultatul constd in majorarea sensibilitatii la
lumind a purtitorului de informatie.
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(57) Revendicare:

Purtator pentru imprimarea imaginilor optice si a informatiei holografice care contine un
substrat dielectric pe care consecutiv sunt plasati primul electrod, un strat fotoinjector cu
conductibilitatea de tip p, un strat de semiconductor calcogenic vitros si al doilea electrod,
caracterizat prin aceea ci stratul fotoinjector este confectionat din zece perechi de semistraturi
alternandu-se, cel inferior este confectionat din As,Ses cu grosimea de 8-10 nm, iar cel superior din
In,S3 cu grosimea de 10-12 nm sau din InpSes cu grosimea de 40-50 nm, stratul de imprimare avand
grosimea de 0,2-0,5 pum, iar al doilea electrod este confectionat din aluminiu cu grosimea de 10-50
nm.
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